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요약

본 발명은 균일한 액정셀 갭을 형성하기 위한 액정표시장치 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

본 발명은 액정이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 본실링부와 상기 본실링부와 액정패널의 외곽의 단차를 줄이기 
위한 더미실링부를 구비하는 액정표시소자에 있어서, 상기 본실링부 및 더미실링부와 하부기판 간에 형성되는 게이트전
극과; 상기 게이트전극 상에 형성되는 게이트절연막을 구비한다.

 - 1 -



공개특허 특2002-0056077

 
본 발명은 본실링부 및 더미실링부와 하판 간에 형성되는 층들을 동일하게 형성함으로써, 그 층들 상에 형성되는 본실
링부 및 더미실링부의 수직단차를 동일하게 할 수 있다. 따라서, 상/하판 합착시 셀갭을 균일하게 형성할 수 있다. 더나
아가, 셀갭의 균일성에 의해 셀갭의 이인성, 부정형 얼룩 및 리플불량을 개선할 수 있다.

대표도
도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 통상적인 액정표시소자을 도시한 평면도.

도 2는 종래 기술에 따른 액정표시소자를 도시한 단면도.

도 3은 본 발명에 따른 액정표시소자를 도시한 단면도.

도 4a 내지 도 4f는 도 3에 도시한 액정표시소자의 제조방법을 단계적으로 도시한 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

4, 40 : 하판 6, 41 : 상판

7 : 액정주입구 8 : 화상표시부

10, 46 : 본실링부 11, 13, 15, 16, 45 : 더미실링부

12 : 게이트패드 14 : 데이터패드

20, 42 : 게이트전극 21, 43 : 게이트절연막

22, 47 : 활성층 23, 51 : 패시베이션층

30, 32 : 산 골 : 31, 33

48 : 오믹접촉층 49 : 금속층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 특히 균일한 액정셀 갭을 형성하기 위한 액정표시장치 및 
그의 제조방법에 관한 것이다.

    
통상, 액정표시(Liquid Crystal Display; LCD) 소자는 매트릭스 형태로 배열된 액정셀들이 비디오신호에 따라 광투과
율을 조절함으로써 액정패널에 비디오신호에 해당하는 화상을 표시하게 된다. 이를 위하여, 액정표시소자는 액정셀들이 
액티브 매트릭스(Active Matrix) 형태로 배열된 액정패널과, 액정셀들을 구동하기 위한 구동 집적회로(Integrated 
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Circuit; 이하, IC라 한다)들을 구비한다. 구동 IC들은 통상 칩(Chip) 형태로 제작되며 탭(TAB; Tape Autoamted B
onding) 방식인 경우 TCP(Tape Carrier Package)에 실장되거나 COG(Chips On Glass) 방식인 경우 액정패널의 표
면에 실장되게 된다. TAB 방식인 경우 구동 IC들은 TCP에 의해 액정패널에 마련된 패드부와 전기적으로 접속되어 있
다.
    

도 1을 참조하면, 통상의 액정패널을 나타내는 평면도가 도시되어 있다.

    
도 1의 액정패널(2)은 하판(4)과 상판(6)이 대향하여 접착된 구조로 매트릭스 액정셀들이 위치하는 화상표시부(8)와, 
구동 IC들과 화상표시부(8) 사이에 접속되는 게이트 패드부(12) 및 데이터 패드부(14)를 포함하게 된다. 화상표시부
(8)에 있어서, 하판(4)에는 비디오신호가 인가되는 데이터라인들과 주사신호가 인가되는 게이트라인들이 서로 교차하
여 배치되고, 그 교차부에 액정셀들을 스위칭하기 위한 박막트랜지스터와, 박막트랜지스터에 접속되어 액정셀을 구동하
는 화소전극이 형성되어 있다. 상판(6)에는 블랙 매트릭스에 의해 셀영역별로 분리되어 도포된 칼러필터들과, 칼러필
터들의 표면에 공통 투명전극이 도포되어 있다. 이러한, 상하판(4, 6)은 스페이서에 의해 이격되어 셀갭이 마련되고, 
그 셀갭에는 액정물질로 채워져 있다. 또한, 하판(4)의 가장자리 영역에는 게이트 패드부(12)와, 데이터 패드부(14)
가 마련된다. 이 게이트 패드부(12)는 게이트 구동 IC로부터 공급되는 게이트신호를 화상표시부(8)의 게이트라인들에 
공급한다. 데이터 패드부(14)는 데이터 구동IC로 부터 공급되는 비디오신호를 화상표시부(8)의 데이터라인들에 공급
한다. 이와 아울러, 상판(6)과 하판(4)은 화상표시부(8) 외곽의 본실링부(10)와 게이트 패드부(12), 데이터 패드부
(14), 액정주입구(7) 및 하상표시부(8)의 하단 외곽부에 형성된 하판(4) 외곽의 제1 더미실링부 내지 제4 더미실링
부(11,13,15,16)에 도포된 실링재에 의해 접착된다. 본실링부(10)는 게이트 라인과 게이트 패드부(12)간의 게이트 
링크부 및 데이터 라인과 데이터 패드부(14)간의 데이터 링크부를 경유하여 형성되고 그 안으로 액정이 주입되기 위해 
액정 주입구가 형성된다. 제1 더미실링부 내지 제2 더미실링부(11,13,15,16)는 본실링부(10)가 위치하는 화상표시부
(8)와 게이트 패드부(12), 데이터 패드부(14), 액정주입구(7) 및 하상표시부(8)의 하단 외곽부간에 있어서 발생하는 
수직높이차를 줄이기 위해 게이트 패드부(12), 데이터 패드부(14), 액정주입구(7) 및 하상표시부(8)의 하단 외곽부에 
형성된다.
    

    
그러나, 본실링부(10) 주변 외곽부에 제1 더미실링부 내지 제2 더미실링부(11,13,15,16)를 형성하여도 본실링부(10)
와 제1 더미실링부 내지 제2 더미실링부(11,13,15,16)간에 수직높이차가 발생한다. 이를 각 부별로 상세히 설명하면 
도 2와 같다. 도 2와 같이, 더미실링부(11,13,15,16)는 하판(4) 상에 형성되어 더미실링부(11,13,15,16)의 하부와 
하판(4)간의 수직높이차는 0Å이다. 게이트 링크부는 하판(4) 상에 게이트전극(20), 게이트절연막(21), 활성층(22) 
및 패시베이션층(23)이 순차적으로 형성되는 산(30)과 각각의 산(30)간에 하판(4)이 노출되는 골(31)부분으로 구분
된다. 산(30)과 하판(4)간은 10300Å정도의 수직높이차를 보이고 골(31)과 하판(4)간은 0Å정도의 수직높이차를 보
인다. 데이터 링크부는 하판(4) 상에 게이트 절연막(21), 활성층(22), 금속층(24) 및 패시베이션층(23)이 순차적으
로 형성되는 산(32)과 각각의 산(32)간에 하판(4)이 노출되는 골(33)부분으로 구분된다. 산(32)과 하판(4)간은 95
00Å정도의 수직높이차를 보이고 골(33)과 하판(4)간은 0Å정도의 수직높이차를 보인다. 액정주입부(7)는 하판(4) 
상에 게이트전극(20), 게이트절연막(21), 금속층(24) 및 패시베이션층(23)이 순차적으로 형성된다. 액정주입부(7)
의 상부와 하판(4)간은 1000Å정도의 수직높이차를 보인다. 데이터 패드(14)와 대응되는 하판(4)의 하단부(이하 " 
하단부" 라 함)는 하판(4) 상에 게이트전극(20), 게이트절연막(21), 금속층(24) 및 패시베이션층(23)이 순차적으로 
형성된다. 하단부는 액정주입부(7)와 동일하게 하판(4)간의 수직높이차를 보인다. 이렇게 형성된 게이트 링크부, 데이
터 링크부, 액정주입부 및 하단부 상에는 본실링부(10)가 형성된다. 여기서, 본실링부(10)을 형성하기 위에 각각의 부
의 상에 동일한 높이를 가진 실링재가 도포된다. 이때, 각각의 부에 형성되는 실링재의 높이는 동일하게 설정되더라도 
각 부의 하부에 형성된 각각의 층에 의해 각 부와 하판(4)간의 수직높이차는 달라지게 된다. 이로 인해, 각각의 부가 
형성된 하판(4)과 상판(6)을 합착할시 균일한 액정셀 갭을 얻을 없다. 또한, 게이트 링크부 및 데이터 링크부에 형성된 
골(30,32)과 산(31,33)간의 높이차로 인해 그 상에 실링재를 도포할시에도 그 실링재 상부에 골이 형성된다.
    

따라서, 이와 같은 수직높이차가 발생하여 상/하판 합착시, 상판에 가해지는 압력이 상판전반에 동일하게 인가되지 않
아 액정셀 갭을 균일하게 형성하는 데 많은 어려움이 도출된다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 균일한 액정셀 갭을 형성하기 위한 액정표시장치 및 그의 제조방법을 제공함에 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시소자는 액정이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 
본실링부와 상기 본실링부와 액정패널의 외곽의 단차를 줄이기 위한 더미실링부를 구비하는 액정표시소자에 있어서, 상
기 본실링부 및 더미실링부와 하부기판 간에 형성되는 게이트전극과; 상기 게이트전극 상에 형성되는 게이트절연막을 
구비한다.

    
본 발명의 실시예에 따른 액정표시소자의 제조방법은 액정이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 본실링부와 상기 본
실링부와 액정패널의 외곽의 단차를 줄이기 위한 더미실링부를 구비하는 액정표시소자의 제조방법에 있어서, 상기 본실
링부 및 더미실링부와 하부기판 간에 게이트전극을 형성하는 단계와; 상기 게이트전극 상에 게이트절연막, 활성층, 오
믹접촉층 및 금속층을 형성하는 단계와; 상기 금속층 및 오믹접촉층이 박막트랜지스터에 대응되는 부분에만 잔류하도
로함과 아울러 데이터링크부에 대응되는 상기 게이트절연막이 노출되도록 상기 활성층을 패터닝하는 단계와; 상기 금
속층을 덮도록 상기 하판 상의 전면에 패시베이션층을 형성함과 아울러 상기 패시베이션층 및 활성층이 상기 박막트랜
지스터에 대응되는 부분에만 잔류하도록 패터닝하는 단계를 포함한다.
    

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 
될 것이다.

이하, 도 3 내지 도 를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하기로 한다.

    
도 3을 참조하면, 우선 본 발명의 실시예에 따른 액정표시소지의 더미실링부, 게이트 링크부, 데이터링크부, 액정주입
구부 및 하단부는 하판(40) 상에 게이트전극(42) 및 게이트절연막(43)이 순차적으로 형성된다. 각 부의 상부와 하판
(40)간에는 6500Å정도의 수직높이차를 보인다. 게이트 링크부 및 데이터링크부에 형성된 게이트 링크들(X1 및 X2) 
및 데이터 링크(Y1 및 Y2)들은 게이트 절연막(43)으로 서로 접속되게 형성된다. 이와 같이 형성된 각 부의 상부에 실
링재(45)가 도포됨과 아우러 상판(41)과 하판(40)은 소정의 압력에 의해 합착된다.
    

이와 같은 더미실링부, 게이트링크부, 데이터링크부, 액정주입구부 및 하단부를 박막트랜지스터의 제조방법과 결부하여 
단계적으로 설명하면 도 4a 내지 도 4f와 같다.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명에 따른 4마스크 공정을 이용한 액정표시소자의 제조 공정도이다.

    
도 4a를 참조하면, 하단부, 액정주입구부, 더미실링부, 게이트링크부, 박막트랜지스터 및 데이터링크부를 갖는 하판(4
0) 상에 알루미늄(Al) 또는 구리(Cu)를 스퍼터링 등의 방법으로 증착하거나 무전해 도금방법으로 도포하여 금속박막
을 형성한다. 하판(40)으로는 유리, 석영 또는 투명한 플라스틱 등이 사용될 수도 있다. 그리고, 금속박막을 습식식각 
방법을 포함하는 포토리쏘그래피 방법으로 하판(40)의 상의 소정 부분에 잔류하도록 패터닝하여 게이트전극들(42)을 
형성한다.
    

    
도 4b를 참조하면, 하판(40) 상에 게이트전극들(42)을 덮도록 게이트절연막(43), 활성층(47) 및 오믹접촉층(48)을 
CVD 방법을 이용하여 순차적으로 형성한다. 게이트절연막(43)은 산화실리콘 또는 질화실리콘 등의 절연물질로 형성
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되고, 활성층(47)은 불순물이 도핑되지 않은 비정질실리콘 또는 다결정실리콘으로 형성된다. 또한, 오믹접촉층(48)은 
N형 또는 P형의 불순물이 고농도로 도핑된 비정질실리콘 또는 다결정실리콘으로 형성된다. 오믹접촉층(48) 상에 몰리
브덴(Mo), 티타늄 또는 탄탈륨 등의 금속이나, MoW, MoTa 또는 MoNb 등의 몰리브덴 합금(Mo alloy)을 CVD 방법 
또는 스퍼터링 방법으로 증착하여 소오스/드레인 금속층(49)을 형성한다. 소오스/드레인 금속층(49)은 오믹접촉층(4
8)과 오믹 접촉을 이루게 된다. 이러한 소오스/드레인 금속층(49) 상에 포토레지스트를 균일한 두께로 도포한다. 포토
레지스트를 패터닝함으로써 소오스 및 드레인전극과 데이터라인 및 데이터패드가 형성될 부분은 최초로 도포한 두께를 
갖고 나머지 부분은 최초 도포두께의 10∼50% 정도의 두께를 가지며 데이터링크부와 대응하는 부분의 금속층(49)은 
노출시키는 포토레지스트 패턴(50)을 형성한다. 이 포토레지스트 패턴(50)에서 최초두께의 10∼50% 정도의 두께를 
부분은 노광시 하프톤(half tone) 마스크 또는 회절마스크를 사용함으로써 형성 가능하게 된다. 그리고, 이러한 포토레
지스트 패턴(50)을 마스크로 이용하여 데이터링크부에서 노출된 소오스/드레인 금속층(49)을 습식식각 방법으로 제거
하여 오믹접촉층(48)이 노출되게 한다.
    

    
그리고, 게이트 패드부에서 노출된 오믹접촉층(48) 및 활성층(47)을 제거하기 위한 건식식각을 진행하게 된다. 또는 
데이터링크부에서 노출된 오믹접촉층(48) 및 활성층(47), 게이트절연막(43)을 제거하기 위한 건식식각을 진행하게 
된다. 이 건식식각 공정에 의해 포토레지스트 패턴(50)에서 10∼50% 정도의 얇은 두께를 갖는 부분도 함께 제거됨으
로써 도 4c에 도시된 바와 같이 포토레지스트 패턴(50)은 소오스 및 드레인전극이 형성되될 부분에만 존재하게 된다. 
그 다음, 애싱(Ashing) 공정을 이용하여 상기 포토레지스트 패턴(50)이 제거된 영역에서 잔류하는 포토레지스트를 완
전히 제거하게 된다. 이어서, 남아있는 포토레지스트 패턴(50)을 마스크로 사용하여 노출된 소오스/드레인 금속층(49)
을 습식식각함으로써 소오스/드레인 전극(49a, 49b)을 형성하게 된다. 그리고, 노출된 오믹접촉층(48)을 건식식각하
여 도 4c에 도시된 바와 같이 소오스 및 드레인 전극(49a, 49b)을 동일한 형태로 패터닝하게 된다.
    

도 4d를 참조하면, 소오스 및 드레인 전극(49a, 49b) 위에 잔존하는 포토레지스트 패턴(50)을 제거한다.

도 4e를 참조하면, 활성층(47) 상에 소오스 및 드레인전극(49a, 49b)을 덮도록 산화실리콘 또는 질화실리콘 등의 무
기절연물질을 증착하여 패시베이션층(51)을 형성한다. 패시베이션층(51)은 아크릴(acryl)계 유기화합물, BCB 또는 
PFCB 등의 유전 상수가 작은 유기 절연물로 형성할 수도 있다. 그 다음, 패시베이션층(51) 및 활성층(47)을 소오스 
및 드레인 전극(49a, 49b)에 대응하는 부분에만 잔류되도록 2단계의 건식식각방법을 이용하여 패터닝하게 된다.

    
상세히 하면, 첫 번째 건식식각공정에서 패시베이션층(51)의 무기절연물질 또는 유지절연물질과 활성층(47)의 비정질
실리콘 물질을 선택적으로 식각 가능한 가스를 이용하여 패시베이션층(51)을 패터닝하게 된다. 이때, 박막트랜지스터
에서는 패시베이션층(51)만이 식각되며 데이터링크부의 제1 접촉홀(52)에서는 패시베이션층(51)과 게이트절연막(4
3)이 동시에 식각되게 된다. 이어서, 두 번째 건식식각공정에서 노출된 활성층(47)을 식각하게 된다. 이때, 활성층(4
7)의 비정질실리콘과 게이트절연막(43)의 무기절연물질을 선택적으로 식각함으로써 데이터링크부의 제1 접촉홀(52)
을 제외한 나머지 부에서 안정적인 게이트절연막(43)이 잔류되게 한다.
    

    
도 4f를 참조하면, 게이트절연막(43) 상에 패시베이션층(51)을 덮고 제1 및 제2 접촉홀(52, 53)을 통해 데이터링크
부의 게이트전극(42) 및 드레인전극(49b)과 접촉되게 인듐주석산화물(Indium Tin Oxide : ITO), 주석산화물(Tin 
Oxide : TO) 또는 인듐아연산화물(Indium Zinc Oxide : IZO) 등의 투명한 전도성물질을 증착하게 된다. 그리고, 투
명한 전도성물질을 패터닝하여 박막트랜지스터 및 데이터링크부에 제2 및 제1 접촉홀(53, 52)을 통해 드레인전극(49
b) 및 게이트 전극(42)와 각각 접촉되는 화소전극(54)을 형성하게 된다.
    

이와 같이, 본 발명은 본실링부 및 더미실링부와 하판 간에 형성되는 층들을 동일하게 형성함으로써, 상/하판 합착시 가
해지는 압력이 상판의 전면에 동일하게 가해지도록 하여 셀갭을 균일하게 형성할 수 있다.
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    발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시소자 및 그의 제조방법은 본실링부 및 더미실링부와 하판 간에 형
성되는 층들을 동일하게 형성함으로써, 그 층들 상에 형성되는 본실링부 및 더미실링부의 수직단차를 동일하게 할 수 
있다. 따라서, 상/하판 합착시 셀갭을 균일하게 형성할 수 있다. 더나아가, 셀갭의 균일성에 의해 셀갭의 이인성, 부정형 
얼룩 및 리플불량을 개선할 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함
을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니
라 특허 청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 본실링부와 상기 본실링부와 액정패널의 외곽의 단차를 줄이기 위한 더미
실링부를 구비하는 액정표시소자에 있어서,

상기 본실링부 및 더미실링부와 하부기판 간에 형성되는 게이트전극과;

상기 게이트전극 상에 형성되는 게이트절연막을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 게이트절연막의 상부와 상기 하부기판간의 수직단차가 6500Å정도로 동일하게 상기 본실링부 및 더미실링부와 
하부기판간에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 3.

액정이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위한 본실링부와 상기 본실링부와 액정패널의 외곽의 단차를 줄이기 위한 더미
실링부를 구비하는 액정표시소자의 제조방법에 있어서,

상기 본실링부 및 더미실링부와 하부기판 간에 게이트전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트전극 상에 게이트절연막, 활성층, 오믹접촉층 및 금속층을 형성하는 단계와;

상기 금속층 및 오믹접촉층이 박막트랜지스터에 대응되는 부분에만 잔류하도로함과 아울러 데이터링크부에 대응되는 
상기 게이트절연막이 노출되도록 상기 활성층을 패터닝하는 단계와;

상기 금속층을 덮도록 상기 하판 상의 전면에 패시베이션층을 형성함과 아울러 상기 패시베이션층 및 활성층이 상기 박
막트랜지스터에 대응되는 부분에만 잔류하도록 패터닝하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조
방법.
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도면 3

 - 9 -



공개특허 특2002-0056077

 
도면 4a

 - 10 -



공개특허 특2002-0056077

 
도면 4b

 - 11 -



공개특허 특2002-0056077

 
도면 4c

 - 12 -



공개특허 특2002-0056077

 
도면 4d

 - 13 -



공개특허 특2002-0056077

 
도면 4e

 - 14 -



공개특허 특2002-0056077

 
도면 4f

 - 15 -



专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020020056077A 公开(公告)日 2002-07-10

申请号 KR1020000085365 申请日 2000-12-29

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KWAK DONGYEUNG
곽동영
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정유호
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이우채
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김후성
KIM YONGWAN
김용완
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박덕진
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김후성
김용완
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IPC分类号 G02F1/1339 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/133351 G02F1/1339

其他公开文献 KR100755645B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及液晶显示器及其制造方法，用于形成均匀的液晶盒间隙。本发明包括用于防止液晶流出到外部的该密封部分和形成在栅
电极上的栅电极：栅极绝缘层，该栅极电极形成在具有用于减小步进的虚设腔环段的液晶显示装置上该密封部分的外侧的滑轮和该
密封部分，虚设腔环段和下板之间的液晶面板。在该密封部分，虚设腔环段和下板之间形成本发明的层同样地形成。以这种方式，
它使虚设腔环段的垂直台阶和在层上形成的该密封部分相同。因此，可以在相/下板密封中均匀地形成单元间隙。此外，通过单元间
隙的均匀性，可以改善单元间隙的韧性，以及不规则的污迹和纹波缺陷。
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